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На рис. 8 представлены ВАХ и ВФХ исследуемой пленки на кремниевой подложке. Анализ ВАХ 
показал, что механизм протекания тока в значительной мере обусловлен строением пленки, в част-
ности наличием наноразмерных частиц, и имеет прыжковый и туннельный характер. На ВАХ видны 
участки с отрицательным дифференциальным сопротивлением (см. рис. 8, а), которые воспроизводятся 
при повторном измерении. Наличие таких участков говорит о возможном блокировании проводимости, 
которое обусловлено процессами перезарядки дискретных поверхностных состояний, связанных с нано
частицами и нанокристаллическими включениями.

Следует также отметить, что в матрице, окружающей нанокристаллические включения, могут суще-
ствовать дополнительные энергетические состояния, которые связаны с отдельными наночастицами, 
не входящими в указанные включения. Оксид циркония ZrO2 – это диэлектрик с высокой диэлектриче-
ской проницаемостью (≈ 23). ВФХ исследуемой системы отличается от классической высокочастотной 
ВФХ МОП-структур. На ней наблюдаются множество максимумов и гистерезис, а также отсутствие 
участков, описывающих емкость диэлектрика и полупроводника, причем на частоте сигнала 100 кГц 
при положительных напряжениях смещения емкость структуры выше, чем на частоте сигнала 1 МГц. 
Такое поведение ВФХ может быть обусловлено наличием дискретных состояний с широким энергети-
ческим спектром, связанных с морфологией и нестехиометричностью пленки [9–11].

Рис. 7. Спектр пропускания пленки оксида циркония ZrO2 + 5 % Y2O3 
на стеклянной подложке в видимой, ближней ИК (а) и средней ИК (б ) области 

Fig. 7. Transmission spectrum of a laser-deposited ZrO2 + 5 % Y2O3 film  
on a glass substrate in the visible region and near infrared region (a), middle infrared region (b)

Рис. 8. Вольт-амперная (а) и вольт-фарадная (б ) характеристики тонкой пленки  
оксида циркония, легированного оксидом иттрия, на кремнии

Fig. 8. Volt-ampere (a) and voltage-farad (b) characteristics  
of thin film of yttria doped zirconium oxide on silicon substrate


